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Final datasheet
EasyPACK™ Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7/4 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC

Eigenschaften

+ Elektrische Eigenschaften
- Vegs = 1200V
- lchom=35A/Icrm=T0A
- Niedrige Schaltverluste

Typleal appearance
- Niedriges Vcgsat
- Trenchstop™ IGBT4
- Trenchstop™ IGBT7
- VcEsat Mit positivem Temperaturkoeffizienten
- Geeignete Infineon Gate-Treiber finden Sie unter https://www.infineon.com/gdfinder
« Mechanische Eigenschaften
- Al,053 Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
Hochstrom-Pin

- PressFIT Verbindungstechnik
- Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern
- Integrierter NTC Temperatur Sensor

Potenzielle Anwendungen

+ Anwendungen im Automobil

« PTC-Heizer

+ Hybrid-Elektrofahrzeuge (H)EV

« Modul fiir ohmsch-kapazitive Last

Produktvalidierung
+ Qualified according to AQG 324, release no.: 03.1/2021

Beschreibung
Final datasheet

Datasheet Please read the sections "Important notice" and "Warnings" at the end of this document Revision 1.01
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1 Gehéause

1 Gehause

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Isolations-Priifspannung Viso. |RMS,f=50Hz, t=1min 4.0 kv

Isolationspriifspannung VisoL(nte) | RMS, f=50 Hz, t=1min 1.0 kv

NTC

Innere Isolation Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) Al,O4

Vergleichszahl der CTl 600

Kriechwegbildung

Relativer Temperaturindex RTI Gehause 200 °C

(elektr.)

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max

Modulstreuinduktivitat Lsce 10 nH

Modulleitungswiderstand, | Rccuger | Th =25 °C, pro Schalter 2.6 mQ

Anschlusse - Chip

Lagertemperatur Tstg -40 125 °C

Anpresskraft flir mech. Bef. F 20 30 N

pro Feder

Gewicht G 10 g

Anmerkung:Der Strom von bis zu 50 A pro Pin ist durch die Wechselwirkung der Pins mit dem Leiterkartenlayout und den
Kiihlbedingungen begrenzt.

2 IGBT, T1

Tabelle 3 Hochstzulassige Werte

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Kollektor-Emitter- Vces T,j=25°C 1200 v
Sperrspannung

Kollektor- /CDC TVJ max — 175°C TH =80°C 50 A
Dauergleichstrom

Periodischer Kollektor- Icrm | tp begrenzt durch Ty;qp 100 A
Spitzenstrom

Gate-Emitter- VGEs 20 V

Spitzenspannung

Datasheet 3 Revision 1.01
2026-04-14



FZ35R12ST4_H18_A

infineon

EasyPACK™ Modul
2 IGBT, T1
Tabelle 4 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max
Kollektor-Emitter- Vcesat | Ic=50A,Vge=15V T,;=25°C 1.50 1.80 \
Sattigungsspannung T,;=125°C 1.64
T,;=175°C 1.72
Gate-Schwellenspannung Veeth | Ic=1.27 mA, Ve =V, Ty;=25°C 5.15 5.80 6.45 v
Gateladung Qg Vee =15V, V=600V, T,;=25°C 0.92 uC
Interner Gatewiderstand Rgint | Tyj=25°C 0 Q
Eingangskapazitat Cies f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vge =0V 11.1 nF
Rickwirkungskapazitat Cres f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vgg =0V 0.039 nF
Kollektor-Emitter- Icks Vee=1200V, Vge=0V T,j=25°C 3 MA
Reststrom
Gate-Emitter-Reststrom Ices Vee=0V, Vge=20V, T,;=25°C 100 nA
Einschaltverzégerungszeit tdon Ic=50A, V=600V, T,j=25°C 0.046 us
(ind. Last) Vee=15V,Rgon=5.1Q T,;=125°C 0.048
T,;=175°C 0.049
Anstiegszeit (induktive t Ic=50A, V=600V, T,j=25°C 0.035 ps
Last) Vee=15V,Rgon=5.1Q T,;=125°C 0.041
T,;=175 °C 0.042
Abschaltverzogerungszeit taorf  |Ic=50A, V=600V, T,j=25°C 0.241 us
(ind. Last) Vee=15V, Rgoff=5.1Q T,;=125°C 0.330
T,;=175°C 0.370
Fallzeit (induktive Last) tr Ic=50A, V=600V, T,;j=25°C 0.128 ys
Vee =15V Reorf =510 7~ 125¢ 0.210
T,;=175 °C 0.271
Einschaltverlustenergie Eon Ic=50A, V=600V, T,j=25°C 3 mJ
pro Puls ,L?C; on1:55rf'l"b ‘deEi / di Voo Ir=125°C 3.04
1030 A/ps (T,;=175°C) |Ty;=175°C 3.13
Abschaltverlustenergie pro Eoff Ic=50A, V=600V, T,;j=25°C 3.3 mJ
2700 V/ps (Tj=175°C) | Tj=175°C 6.45
Kurzschlussverhalten Isc Ve =15V, V=800V, tp=8 s, 190 A
VeemaVees-Lsce*di/dt | T,;=150°C
Warmewiderstand, Chip Rinsi | Pro IGBT, Agrease = 5 W/(m-K) 0.789 | 0.883 | K/W
bis Kuhlkorper
(wird fortgesetzt...)
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3 IGBT, T2-T4
Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Min Typ Max

Temperatur im Tyjop -40 175 °C
Schaltbetrieb

Anmerkung:The electrical characterization was performed using an external discrete Schottky diode IDWD40G120C5 as a
freewheeling diode. It should be noted that commutation takes place between this module and the external

FWD.
3 IGBT, T2-T4
Tabelle 5 Hochstzuladssige Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Kollektor-Emitter- Vces T,;=25°C 1200 Y
Sperrspannung
Implementierter Kollektor- Ien 35 A
Strom
Kollektor- /CDC TVJ max — 150 °C TH =65°C 30 A
Dauergleichstrom
Periodischer Kollektor- Icrm | tp begrenzt durch Ty;qp 70 A
Spitzenstrom
Gate-Emitter- VGEs 20 V

Spitzenspannung

Tabelle 6 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max

Kollektor-Emitter- Veesat |Ic=35A,Vge=15V T,j=25°C 1.85 2.25 v
Sattigungsspannung T,j=125°C 2.15

T,;=150°C 2.25
Gate-Schwellenspannung Veeth | Ic=1.2 mA, Vcg =Vee, T;=25°C 5.25 5.80 6.35 v
Gateladung Qs |Vee =15V, V=600V, Ty;=25°C 0.22 uc
Interner Gatewiderstand Rgint |Tyj=25°C 0 Q
Eingangskapazitat Cies f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vgg =0V 1.95 nF
Rickwirkungskapazitat Cres f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vgg =0V 0.1 nF
Kollektor-Emitter- Icks Vce=1200V, Vge=0V T,j=25°C 4 WA
Reststrom
Gate-Emitter-Reststrom Ices Vee=0V, Vge=20V, T,;=25°C 100 nA
(wird fortgesetzt...)
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3 IGBT, T2-T4
Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max
Einschaltverzégerungszeit tdon Ic=35A,Vcc =600V, T,j=25°C 0.061 ys
(ind. Last) Vee=15V,Rgon=12Q T,;=125°C 0.056
T,;=150 °C 0.055
Anstiegszeit (induktive t, Ic=35A,Vcc=600V, T,j=25°C 0.055 ns
Last) Vee=15V,Rgon=12Q T,=125°C 0.057
T,;=150°C 0.058
Abschaltverzogerungszeit taof  |Ic=35A, V=600V, T,;j=25°C 0.204 ps
(ind. Last) Vee =15V, Rgorr =12 Q T,;=125°C 0.286
T,;=150 °C 0.307
Fallzeit (induktive Last) te Ic=35A, V=600V, T,;j=25°C 0.174 us
Vee =15V, Reoft =120 |7 - 1959¢ 0.248
T,;=150°C 0.274
Einschaltverlustenergie Eon Ic=35A, V=600V, T,;=25°C 2.05 mJ
ProPuls ;Léonlf 1n2Héj/ chiE/dtlf so0 | 17125 221
Alps (Tyj= 150 °C) T,;=150°C 2.27
Abschaltverlustenergie pro Eoff Ic=35A,Vcc=600V, T,j=25°C 2.19 mJ
e /Lezofflf 1n2Hét/§5//dt5:\gloo Ty=12>7°C >4l
V/ps (T, =150 °C) T,j=150°C 3.84
Kurzschlussverhalten Isc Vge =15V, V=800V, tp<12 ps, 160 A
VcEmax=Vces-Lsce*di/dt T,;=125 °C
tp <10 ps, 130
T,;=150°C
Warmewiderstand, Chip Rinsh | Pro IGBT, Agrease =5 W/(m*K) 0.841 | 0.931 | K/W
bis Kuihlkorper
Temperaturim Tyjop -40 150 °C
Schaltbetrieb

Anmerkung:The electrical characterization was performed using an external discrete Schottky diode IDWD40G120C5 as a
freewheeling diode. It should be noted that commutation takes place between this module and the external

FWD.
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4 Diode, D1-D4

4 Diode, D1-D4
Tabelle 7 Hochstzuladssige Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Periodische VRrrM T,;=25°C 1200 v
Spitzensperrspannung
Dauergleichstrom Ig 10 A
Periodischer Spitzenstrom IFRM tp=1ms 20
Grenzlastintegral It tp=10ms, Vg=0V T,j=125°C 24.5 A’s
T,j=150°C 22.8
Tabelle 8 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max
Durchlassspannung Ve Ir=10A,Vge=0V T,;j=25°C 1.72 2.10 v
T,;=125°C 1.59
T,;=150°C 1.56
Warmewiderstand, Chip Rinsn | pro Diode, Agrease =5 W/(m-K) 2.82 3.30 | K/W
bis Kuihlkorper
Temperaturim Tyjop -40 150 °C
Schaltbetrieb

5 NTC-Widerstand

Tabelle 9 Charakteristische Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max

Nennwiderstand Rys Tntc=25°C 10 kQ

Abweichungvon Rygg AR/R | Tn1c =100 °C, R19p =977 Q -5 5 %

Verlustleistung Pys Tntc=25°C 20 mw

B-Wert Basjso | Ra=Ras explBas/so(1/To-1/(298,15 K))] 3447 K

B-Wert Basiso | Ry = Ros exp[Bys/so(1/T5-1/(298,15 K))] 3487

B-Wert Basji00 | Ra= Ras explBas/100(1/T5-1/(298,15 K))] 3510 K

Anmerkung:Eine detaillierte Beschreibung der NTC-Eigenschaften finden Sie in der AN2009-10, Kapitel 4

Datasheet 7 Revision 1.01
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6 Kennlinien

6 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, T1

Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, T1
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6 Kennlinien

Kapazitats Charakteristik (typisch), IGBT, T1 Schaltzeiten (typisch), IGBT, T1
C=f(Vce) t=A1(I¢)
f=100 kHz, Vgg =0V, T,;=25°C Reoff = 5.1 Q, Rgon =5.1 Q, Vge = #15V, Ve =600 V
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t= f(RG) dV/dt = f(RG)
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Schaltverluste (typisch), IGBT, T1

E=f(lg)

Reoff = 5.1 Q, Rgon =5.1 Q, Vg =£15V, V=600V

E=f(Rg)

Schaltverluste (typisch), IGBT, T1

Vee=%15V, [ =50 A,V =600V
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Sicherer Riickwarts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, T1

lc=f(Vce)

Reoff =5.10, Veg =15V, T;j=175°C

Zyn = f(t)

Transienter Warmewiderstand, IGBT, T1

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

— I, Modul

— —— I, Chip

0

200 400

T
600
\Y

e

I
800
V)

1000

1200

1400

Z, (K/w)

0.1

—

Tlsl

rilK/wW]

1
0.0428
6.0E-4

2
0.1102
0.0095

3 4

0.319 0.317

0.0819 0.0819

0.01 T

0.001 0.01

0.1
t(s)

1 10

Datasheet

10

Revision 1.01
2026-04-14



FZ35R12ST4_H18_A

EasyPACK™ Modul

infineon

6 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, T2-T4

Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, T2-T4

lc =f(Vce) lc=f(Vce)
Vege=15V T,;j=150°C
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Ubertragungscharakteristik (typisch), IGBT, T2-T4

lc =f(Vge)
Vep=20V

Vee =f(Qg)
lc=35A,T,j=25°C

Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, T2-T4
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Kapazitats Charakteristik (typisch), IGBT, T2-T4

Schaltzeiten (typisch), IGBT, T2-T4

C=f(Vce) t="(lc)
£=100 kHz, Ve =0V, T = 25°C Reoff = 12 O, Rgon = 12 Q, Vg = +15V, Ve = 600 V
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Spannungssteilheit (typisch), IGBT, T2-T4
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6 Kennlinien

Schaltverluste (typisch), IGBT, T2-T4 Schaltverluste (typisch), IGBT, T2-T4
E=f(lg) E=f(Rg)
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Sicherer Riickwarts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, T2- | Transienter Warmewiderstand, IGBT, T2-T4
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6 Kennlinien

Durchlasskennlinie (typisch), Diode, D1-D4
g = f(VE)

Transienter Warmewiderstand, Diode, D1-D4
Zy, =f(t)
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Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand
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7 Schaltplan

7 Schaltplan
P1 P2 P3 PL
X1o— K
T1 T2 T3 TL
oot 7| Aoz ) N3 | ZNoe  NTC g
G1 G2 G3 G4
X2
N1 N2 N3 NL4
Abbildung 1
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8 Gehduseabmessungen

8 Gehauseabmessungen
Holes (2x) are optional and only for alignment of
module to PCB during assembly
Not recommended to be used for PCB screw fixation
[~ [~
< - = pch hole pattern
module labeling Holes (2x) are optional and only for alignment of
/ 2x dimensioned module to PCB during assembly
158 /=® for M3 screw Not recommended to be used for P(B screw fixation
s rﬁﬁ
® e @@
‘ 2x @3 (optional hole for module alignment)
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| SR EEREEMEE RN RS
distance heatsink to PCB 9,84+0,3 Elo —J=lkellollen] 2
Diameter for hole in PCB shall be designed
according to used screw type (2x)
recommended area for thermal interface material
- Details about hole specification for contacts refer to AN2023-07 chapter 2
- Tolerance of PCB hole pattern
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FZ35R12ST4_H18_A

EasyPACK™ Modul

9 Modul-Label-Code

9 Modul-Label-Code

infineon

Module label code

Code format Data Matrix Barcode Codel28
Encoding ASCII text Code Set A
Symbol size 16x16 23 digits
Standard IEC24720 and IEC16022 IEC8859-1
Code content Content Digit Example
Module serial number 1-5 71549
Module material number 6-11 142846
Production order number 12-19 55054991
Date code (production year) 20-21 15
Date code (production week) 22-23 30
Example
71549142846550549911530 71549142846550549911530
Abbildung 3
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FZ35R12ST4_H18_A Infineon
EasyPACK™ Modul

Anderungshistorie

Anderungshistorie

Dokumentenrevision |Freigabedatum |Beschreibung der Anderungen

0.10 2025-11-13 Target datasheet

0.20 2026-03-03 Preliminary datasheet

1.00 2026-04-08 Final datasheet

1.01 2026-04-14 Correction of RTI
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Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument
Angaben stellen keinesfalls Garantien fir die
Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes
(“Beschaffenheitsgarantie) dar.

Flr Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in
diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben,
die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen,
ist jegliche Gewahrleistung und Haftung von Infineon
Technologies ausgeschlossen, einschlieflich, ohne
hierauf beschrankt zu sein, die Gewahr dafiir, dass kein
geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen samtliche, in diesem Dokument
enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der
Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten
Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick
auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des
Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden
anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und
Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind
ausschlieflich fiir technisch geschultes Fachpersonal
bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses
Produktes fiir die beabsichtigte Anwendung sowie die
Beurteilung der Vollstandigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen

enthaltenen Produktdaten fiir diese Anwendung
obliegt den technischen Fachabteilungen des
Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen kdnnen
Produkte  gesundheitsgefahrdende  Substanzen
enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt
enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte
mit dem nachsten Vertriebsbiiro von Infineon
Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdriicklich
in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten
Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument
zugestimmt hat, diirfen Produkte von Infineon
Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt
werden, in welchen verniinftigerweise erwartet
werden kann, dass ein Fehler des Produktes
oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu
Personenverletzungen fiihren.
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